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第Ⅰ編 半導体製造における後工程・実装・設計の基礎
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2.2 THD（スルーホールデバイス）とSMD（表面実装デバイ

ス）

2.2.1 様々なパッケージ
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2.2.3.8 WLP (Wafer Level Package)
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4.2.2.1 トランスファーモールディング
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4.5.1 Bump（メッキバンプ）

4.5.2 インナーリードボンディング（ILB）
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8.3 PFAS/PFOS/PFOAフリー
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9.2 チップレット技術
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9.4.3 インターポーザーの材料

9.4.4 積み上げたチップの信頼性の保証は誰が担う？

9.5 光チップレット実装技術（光電融合デバイス）

9.6 チップレットのデザインルール
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9.7.1 ガラスコア基板

10．終わりに
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第Ⅱ編 チップレット技術による既存チップの統合 ：メリッ

ト、デメリット、技術的課題

1．メリット

1.1 開発期間とコストの削減

1.1.1 設計期間の短縮

1.1.2 開発費の抑制

1.1.3 多品種少量生産への対応

1.1.4 リスクの低減と歩留まり向上

1.1.5 異種統合と最適なプロセスノードの選択

1.1.6 異なる半導体材料の統合

1.1.7 部品調達の柔軟性

2．デメリット

2.1 パッケージングコストの増加
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2.2.1 インターコネクトによる性能劣化
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2.2.3 熱管理の複雑化

2.2.4 サプライチェーンの複雑化と管理の課題

2.2.5 インターオペラビリティの確保

2.2.6 設計・検証の新たな課題

2.2.7 品質保証

2.3 技術的課題

2.3.1 インターコネクト技術の高度化

2.3.2 高密度接続技術

2.3.3 熱管理技術の進化向上

2.3.4 熱応力緩和

2.3.5 パッケージング技術の精密化と歩留まり向上

2.3.6 テスト・検証手法・トレーサビリティの確立

2.4 設計エコシステムの整備

2.4.1 チップレットライブラリと設計ツール
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第Ⅲ編 半導体後工程でのPFASについて

1．半導体産業への影響と代替材料の開発

2．半導体後工程に関して
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3.1 EU REACH規則（化学物質の登録、評価、認可、制限に
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3.4 その他の各国の規制


